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※概要（Summary ）：

圧電素子を使った MEMS に耐湿バリアを付けること

を目的に、検討を進めた。特に、段差部においても、

良好な被覆を行うことを狙う。

※実験（Experimental）：

圧電素子を使ったＭＥＭＳのパッシベーションに

スパッタの Si-N を用いていたが、絶縁耐圧の耐湿性

に問題があった。今回、Picosun 社製 ALD 装置を用

いて Al2O3 を 60nm 成膜した。なお、原料としては、

TMA(トリメチルアルミニウム)と O3を用いた。

TMA パルス時間は 0.1 sec、O3パルス時間は 1.0 sec

とし、製膜温度を 200℃として製膜した。製膜したく

ない領域は、金属製マスクで覆い、膜が付かないよう

にセットした。

※結果と考察（Results and Discussion）：

圧電素子を用いた MEMS デバイスの段差部におい

ても、図１のように、被覆性の良好なパッシベーショ

ン膜が得られた。

図１ MEMS デバイスの段差部の構造
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